Ciezar okolo 0,8 G

Tranzystor krzemowy BF510 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, wielkiej czestotliwosci
jest wykonany technologia epitaksjalno-planarng. Baza tranzystora jest polaczona elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BF510 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. 1 oscylatorach.

Graniczne wielkosci eksploatacyvjne

Napiecie kolektor-emiter

Napiccie kolektor-baza

Napigcie cmiter-baza

Prad kolektora

Szczytowy prad kolektora

Prad bazy

Szczyvtowy prad bazy
Temperatura zilacza

Temperatura skladowania

Moc strat kolektora (7ums = 25°C)

Cpoernosci termiczne

— zlacze kolektora-powielrze
— zlacze kolektora-obudowa

Parametry statyczne (;um» = 25°C)
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* Tranzystory BF510 moga by¢ oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartosé ;¢ wedlug

kodu:
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Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo =6V Icso 0,01 (<< 0,5)

Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo =6 V, fLum = 150°C Icpo : 1 (= 100)
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Trﬁnz?ystnr
BF510

n-p=n

Napiecie przebicia kolektor-baza -
przy Icpo = 10 pA Ucsrycro = 30 e 4
Napigcie przebicia kolektor-emiter
Przy Icro = 10 mA Uisriceo = 30 Vv
Napigcie przebicia emiter-baza
przy Ipgo = 10 pA UisrieBo =9 A%
Parametry dynamiczne (7,,;, = 25°C)
Czgstotliwos$¢ przenoszenia |
przy Ucg =6 V, Ir =2 mA, |
f» = 20 MHz S =80 MHz
Wspolczynnik zwarciowy
wzmocnienia pradowego
przy Ucg =6 V, Ic = 2 mA, | |
fo=1 kHz hate =10 | —
Pojemnos$¢ kolektora |
przy Ucg =6V, Ic = 0,
fp =35 MHz Cec < 5 pF
Stala czasu sprzg¢zenia zwrotnego
Przy UCB = 6 V, I{‘; = 2 mA, |
fi; . 5 MHE Fpp ° C{: Eg 1 : Is

Parametry przelgczania (ukiad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy Ic = 10 mA,
IBJ:Z IB;g:Z mA

Czas opOZnienia i 30 I ns
Czas narastania L | 70 ‘ ns
Czas przeciagania i ‘ 750 . ns
Czas opadania £ ; 250 . ns
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Schemat ukladu pomiarowego parametréow przela-
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Charakterystyka wyjsciowa

Ic = f(Ucg); Ip = parametr
{(Uklad wspoélnego emitera)
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Charakterystyka wyjéciowa

Ic = f(Uce); Iy = parametr
(Uklad wspolnego emitera)
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Wspblczynnik szumow
F = f(R,); Ig= parametr
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Zaleznosc temperaturowa pradu Zalezno$¢ temperaturowa mocy
wstecznego Iczo = f(tams) strat P. = J(¢); R, = parametr

1 — wartosé graniczna, 2 — wartosc
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